
環境対応型電子材料の開発
－次世代発光素子の新規作製法の開発－

IT化社会：情報媒体の融合＋インターネット

伝達量の増加
伝達速度の向上
伝達範囲の増大

情報伝達の方法：電気、電波

高速、大容量

Soya

Abashiri
Nemuro

Kushiro

Kamikawa

Rumoi

Sorachi

Ishikari
Tokachi

H idaka
Iburi

Shiribeshi

H iyama

Oshima

Aomori

IwateAkita

MiyagiYamaga ta

FukushimaNiiga ta

Ibaraki

Tochig i

Gumma

Saitama
ChibaTokyo

Kanagawa
Yamanashi

Shizuoka

Nagano

Chubu

Toyama
Ishikawa

Fukui

Aichi

Mie

Shiga
Kyo to

NaraOsaka

Hyogo

Wakayama

Totto ri

Okayama

Kagawa

Tokushima

KochiEhime

Shimane

Hiroshima

Yamaguchi

Fukuoka

Saga Oita

Miyazaki

Kumamoto
Nagasaki

Kagoshima

光 発光ダイオード

環境半導体
Β-FeSi2

発光ダイオードの構造

電極

N型基板500μm

I層0.05μm

P層0.5μm

電圧

発光

次世代

化合物半導体
GaInAs

従来

光エレクトロニクスの生産額　6兆円（1999年）

通信用発光ダイオードの生産額　80億円（1997年）　
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通信用LED

LD（1.55μm）

LD（1.30μm）

LD（1.48、0.98μm）

LD（0.85μm）

FTTH(Fiber To The Home)

光ファイバを各家庭まで引き込
んで、10Mbps以上の超高速イン
ターネット接続を行う。

FTTH(100Mbps) : 0.4秒
ADSL(1.5Mbps) : 30秒
ISDN(64kbps) : 10分
アナログ回線(56kbps) : 12分

40MBの音楽ファイルを
ダウンロード

①熱蒸発したFe原子がSi基板に飛来

②加熱Fe線により原子状水素が生成

③原子状水素が基板表面で再結合反応

④再結合反応エネルギによりSiとFeが反応

⑤β-FeSi
2
薄膜が形成

真空反応炉

Fe線

Si基板

H2雰囲気

1号機

2号機

成膜中

上から見た図

Mo線（固定用）

Fe線

Al2O3棒

Si, Ca, Fe, Na, Al, Mg, Zn, などから構成される。 安価な装置で発光素子に応用可能な高品
質
β-FeSi

2
膜の作製装置の開発を行う。

β-FeSi2膜の新規作製法の模式図

H2 HFe

Fe線

Si基板 β-FeSi2

H2ガス

①

④

③

⑤

装置コストが安い
装置構造が簡単

②

Fe膜

W線

β-FeSi2

〔 機械電子部　担当者 部家 〕

環境半導体とは 資源の安定供給を考慮した、地球に優しい半導体

半導体の歴史

第1世代
集積回路の時代

シリコン(Si)

第3世代
環境半導体の時代

第2世代
光エレクトロニクスの時代

ガリウムヒ素(GaAs)

環境負荷大、短資源寿命

次世代

鉄シリサイド（β-FeSi2）

β-FeSi2の特徴

太陽光を多く吸収することができる。
　　　　　太陽電池
熱を電気に変える効率が高い。
　　　　　熱電変換素子
波長1.5μmの赤外光に反応する。
　　　　　発光素子

本研究の目的

環境に優しく､優れた特性を持つ夢の半導体材料

現在の作製法では
高コスト､低量産性､低品質


